
在鈦酸鍶 (110) 基座上成長高溫超導釔鋇銅氧薄膜之各向異性之研究

陳億蔚、王立民、李得勝

E-mail: 321998@mail.dyu.edu.tw

摘 要

本論文在探討鈦酸鍶（110）基座上成長高溫超導釔鋇銅氧薄膜，在其各向異性的角度上研究其特性。我們首先利用X-光

繞射、原子力顯微鏡、低溫量測系統探討薄膜成長溫度與薄膜特性之關係。之後外加磁場在各向異性之方位角上量測並研

究其上臨界磁場（upper critical field，Hc2）、釘札位能（pinning potential energy，U），結果得知磁場越大的情況之下，

其臨界溫度（critical temperature，Tc）相對減少。隨著角度的增加，其Hc2所發生的溫度有往下偏移的現象，且隨著磁場

的增加其相對應的溫度也隨之下滑，隨著磁場的增加，其釘札位能相對的減少。
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